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บทคัดยอ 
  
 ในงานวิจัยนี้  ไดทําการเตรียมสารกึ่งตัวนําสังกะสีออกไซดชนิดเอ็นที่ไมมีสารเจือและที่
ผสมดวยสารเจือไนโอเบียมออกไซดความเขมขน 0.1   0.2   0.5   0.75   1   2 และ 5 โมล
เปอรเซ็นต ดวยวิธีผสมออกไซด  ซ่ึงทําการเผาซินเตอรที่อุณหภูมิ 1150°ซ  1200°ซ  1250°ซ  และ
1300°ซ  จากนั้นตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ ไดแก คาการหดตัว ความหนาแนน  ทําการ
ตรวจสอบเฟส และองคประกอบของเฟส ดวยเครื่องตรวจสอบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซพบวา  
เฟสที่ไดเปน ZnO และ Zn3Nb2O8 มีโครงสรางเปนแบบเฮกซะโกนอลและโมโนคลินิก ตามลําดับ 
นอกจากนี้ยังพบเฟสที่ไมทราบองคประกอบดวย  สําหรับโครงสรางจุลภาคซึ่งทําการตรวจสอบดวย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดพบวา  ขนาดของเกรนจะลดลงเมื่อปริมาณสารเจือเพิ่มขึ้น
และขนาดเกรนจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิซินเตอรที่สูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นในชวง 5 – 100 ไมโครเมตร 
และเมื่อทําการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟา ไดแก สภาพตานทานไฟฟา สภาพยอมสัมพัทธและคา
แฟกเตอรการสูญเสียกับความถี่ พบวาสมบัติทางไฟฟามีความสัมพันธกับความเขมขนของสารเจือ 
นอกจากนั้นอุณหภูมิในการเผาซินเตอรยังมีผลตอสมบัติเหลานี้ดวย   โดยสภาพตานทานไฟฟาของ
เซรามิกจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเผาซินเตอรสูงกวา 1250°ซ และคาสภาพยอมสัมพัทธและคาแฟกเตอร
การสูญเสียจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารเจือและอุณหภูมิเผาซินเตอร 
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Abstracts 
  

 In this research, semiconducting n-type zinc oxide doped with niobium (v) 

oxide was prepared by the mixed oxides method and sintered at different temperatures 

varying from 1150°C, 1200°C, 1250°C and 1300°C. Niobium oxide with various 

concentrations of 0.1, 0.2, 0.5, 0.75, 1, 2 and 5 mole% was doped into ZnO matrix. 

The physical properties such as shrinkage and density were investigated. 

Microstructures were studied by x-ray diffractometer (XRD) and  scanning electron 

microscopy (SEM). The XRD result indicated ZnO and Zn3Nb2O8 phases in hexagonal 

and monoclinic structure consequently. Besides that the unknown phases were 

appeared. The SEM images shown two phase structure of ZnO matrix and Nb2O5  

phase at a grain boundary. Average grain size increased with the increase of dopant in 

the range of 5 – 100 µm. After that, electrical properties such as resistivity, dielectric 

constant and dielectric loss were then measured. The dielectric constant and dielectric 

loss were depended on the increasing of sintering temperature and dopant 

concentration. Results, both physical and electrical properties were found to relate 

with dopant concentration and sintering temperature. 
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